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ความหนาแน�นสถานะของการดูดซับแกCสคาร�บอนิลซัลไฟด�โดยชี้อะตอม
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ซัลเฟอร� เข�าหาท�อนาโนคาร�บอนที่ มีการเติมโลหะแทรนซิชัน (a) 
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คาร�บอน (a) HCN/V-SWCNT, (b) HCN/Cr-SWCNT, (c) HCN/Mn-
SWCNT, (d) HCN/Nb-SWCNT, (e) HCN/Mo-SWCNT, (f) HCN/Tc-
SWCNT, (g) HCN/Ta-SWCNT, (h) HCN/W-SWCNT และ (i) 
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แกCสไฮโดรเจนไซยาไนด�และไซยาโนเจนคลอไรด�บนท�อนาโนคาร�บอน
แบบดั้งเดิม ………………………………………………………………………………..…. 
การพลCอตการกระจายตัวออร�บิทัล HOMO และ LUMO ของการดูดซับ
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แกCสไซยาโนเจนคลอไรด�บนท�อนาโนคาร�บอน (a) ClCN/V-SWCNT, (b) 
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